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１．概要（Summary） 

SiO2のケミカルドライエッチングの技術は、半導体作製

の工程において使用されており、デバイスの高集積化・

3D 化に伴い、より高いアスペクト比を持つ構造に対しカ

バレッジの良いプロセスを提供することが求められている。

このカバレッジを評価するための TEG・評価方法を持ち

合わせていなかったため、ALD 成膜の技術代行を協力

いただき、高いアスペクト比を持つ TEG を作製し、評価

方法を確立した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置[FlexAL] 

【実験方法】 

Si上に形成した 2 m深さのTrench構造を持つTEG

に、Al2O3-SiO2積層膜をALD成膜した。Trench最表面

に成膜された SiO2 について、ケミカルドライエッチング処

理を行い、その後 FIB 加工時の保護のための Al2O3 膜

を、SiO2 膜上に成膜した。この Trench TEG の断面を

TEM 観察し、断面から見た SiO2 膜の膜厚の変化量を

Trenchの深さ毎に確認を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 TEM によって確認したケミカルドライエッチング後の

Trench断面の SiO2形状を Fig. 1に示す。 
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Fig. 1 Cross-sectional TEM images of  

the fabricated trenches. 

Fig. 1を見ると、トレンチの深い観察位置につれ SiO2膜

厚が増えていることがわかる。つまり、アスペクト比の増大

に伴い SiO2のエッチング量が減少していることがわかる。

アスペクト比とエッチング量のカバレッジ関係を、トレンチ

内である消費確率で分子が消費される系でのモンテカル

ロシュミレーションと比較した際、同様の減少曲線を得るこ

とができたことから、評価方法として成立していると判定し

た。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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６．関連特許（Patent） 
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